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(2) ポルフィワン/金属界蔀のエネルギー準位の

接続 [Appl. Phys. Lett. , in press. ] 
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(1) ポノレブィリンの分子配向と

[J. Phys. Chem. ， 鈎， 1332明1337 (1995).] 

KCl 単結品上で作成さ

スで

ベてキャリア移動度が数倍増加すること

れており?藤中での分子配向

影響する O 本研究では 94
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上に真空蒸着を行い zinctetraphen)匂orphyrin

造を調べることはヲ

向上のため

半導体のポルフィリン

的な構造を持つポリ

化合物セクシフェニノレについ

配向に関する以下の 3 つの研究をシンクロト口ン

放射光を用いた角度分解紫外光

(ARUPS) および軟 X 線吸収

によって行っ

極端紫外光実験施設

は高エネルギー
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1. r守 XANES sp印tra of Zn宝'PP films de嶋

on substrate at 367医(向。 C) as a function 

incidence angle θ. 
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NEXAFS スペク

(ZnTPP) の配向湾膜の作成を試み?

の K殻吸収端 NEXFAS測定か

を決定した。初めにこ
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発生した不純物等で基板金属の表面を汚染する可

能性があった。この問題を解決するために，新た

に超高真空で蒸着可能な試料作成槽，および蒸着

源の周りを液体窒素温度に冷やせるカバーが付い

た有機物蒸着源を作成した。この装置を用いて試

料作成を行い界面について調べた結果，界面にお

いて両者の真空準位が基板金属の種類に関係なく

0.7eV だけずれていることがわかった。この真空

準位のずれは界面で形成された需気双極子による

ものと思われる。したがって ZnTPP/金属界面

でのエネルギー準位の接続が，上述のショットキー

モヂルのように単純ではないことがわかったO

(3) 配向したセクシブェニノレの波数保存則と波数

の広がり [Phys. Rev. B. , 52, 2362 (1995).J 

ポルフィリンの場合と同様に加熱した銀基板上

に真空蒸着することで，分子鎖が基板に垂直にな

るよう配向したセクシフェニノレの薄膜を作成する

ことに成功した。この薄膜について A設UPS を用

いて悲直光電子放出強度の入射光 (hv) 依存性

を調べ，繰り返し単位の少ないセクシブェニルに

おいて9 分子鎖方向の電子の波数 (k) がどの程

度良い量子数であるか調べた。その結果 HOMO

および next-HOMO からの垂直光電子放出強度

放射光第 8 巻第 5 号 (19部年)

波動関数をアーリエ変換して得られる始状態のた

の分布と比較することで，先程の光電子放出強度

の hv依存性は波動関数が有限空間内に閉じ込め

られているために始状態の分子軌道の h が約 0.1

Á-l広がった波束を形成しているためとわかった。

この程度のたの広がりならばセクシブェニルにお

いてもポリ (p- ブェニレン〉と同様に一次元バ

ンドモデルが使えるので， k が良い量子数であり

光電子放出の際にはた保存期が成り立っているこ

とがわかった。

また近年我々のグループでは配向した分子の光

電子放出強度の角度分布を， Independentｭ

Atomic心enter (IAC) 近似を用いたシミュレー

ションを用いて解析することに成功した。そこで

本研究ではこの IAC 近似を用いた光電子放出強

度の hv依存性のプログラムを新たに作成し，先

程のセクシフェニノレの配向薄膜の垂直光電子放出

強度の hv依存性の結果をシミュレートしたO そ

の結果シミュレーションは実験結果を良く再現し

このシミュレーションが光電子放出強度の hv 依

存性の解析に有効であることがわかったO

以上のように本研究から，シンクロトロン放射

光を用いた UPS および NEXAFS 分光が機能性

有機薄膜の電子構造や分子配向を調べるのに有効

は hv= 30-40e V で最大になった。この結果を であることがわかった。

CNDO/S2分子軌道計算から得られた分子軌道の (受付番号 95023) 


